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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АФН-ЭФФЕКТА В HHTEI РАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМАХ

Каримов М., Найманбосв Р., Иурдинова Р.

МОП- транзистор, ш АФИ- тетадан тузштн ммкросхелшммг шшаш принципы 
пщяш цшшпгап. Вундт функцтиал интеграл микросхема,!шр?шп* юща пврдат да 
фотон бог.чанишли ттттни мищюзлеющит варианты келтирилган.

Проанализированы микросхемы на основе. МОП~тран:шеторов и Л.ФН~тенак. 
Приведен микроэлектронный вариант с фотонной связью. Эти функциональные 
интегральные микросхемы выполнены в тонкопленочном варианте.

к is analyzed microschemes т  the. basis o f MOP-tramhfors and AFN-fthm, The 
microelectronic, variant o f these functional integrated nticrmchemcs in the system of thin Mm.

В связи e широким применением интегральных микросхем в области 
микроэлектроники возяшшо много нереювййых ороблем. По всей вероятности:, важной из - 
них являемся задача межсоединений. ' Повышение шкаиоств монтажа позволяет 
разрабатывать все более сложные микросистемы, но одновременно возрастает и 
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необходимое число электрически соединений, что сильно сказывается на надежности 
микросистемы,

В настоящее время в области отозлектроники ведется большая исследовательская 
работа по изысканию способов передачи, сигналов (информации) шегадьваническими» 

£ путями, тх„ без электрических соединений. Наиболее удобным т  существующих в 
настоящее время средств замены 
электрических соединений является 
оптическая, или фотонная связь [1|, В 
настоящее время физическая плотность 
упаковки цревшмшаЮ4 компонент в ем\
Схемная шютшеть упж овш  сей
составляет около 10"\ а аппаратурная-IC*1 
компонент в см"'. Приведенные цифры 
относятся к цолупроводнмковым 
еттегральным схемам. Зги цифры 
позволяют сделать вывод, что дальнейшее рис. I. Схема 'переключателя с фотонной связью, 
уменьшение габаритов аппаратуры не
требует обязательного уменьшения компонентов, поскольку полезный объём их занимает 
лишь несколько процентов от полного объёма аппаратуры. Для дальнейшего повышения 
аппаратурной плотности упаковки необходимо повышать степень функциональной 
интеграции интегральных микросхем на основе тонкопленочной технологии. Этим путём 
можно добиться уменьшения размера и. веса, повышения надежности и малой стоимости 
микросхем [2],

11ри разработках микросхем использование тонкопленочного МОП-транзистора 
совместно с АФН-гшенкой как функционального 
прибора открывает новые ■ перспективы при 
решении вышеупомянутых задач,
Функциональная ячейка, состоящая из МОП- 
транзистора и АФН-пленки. применяется для 
построения однородных структур. Такие 
структуры представл я ют собой ют геградьв ые 
микросхемы, » которых применяются одинаковые 
у ни версальн ые фу в кцмоная ьные ячейки, 
одинаковым образом связанные между собой.
Функциональный прибор в схемном исполнении
состоит из определенного числа элементов. В рИс. 2. Схема функциональной микросхемы, 
функциональных приборах элементы
электрических цепей, как токовые, исчезают, а их схемные функции интегрируются в 
твердом: теле (на пленке). Функциональные приборы обладают большими 
ттеешдашшшми возможностями повышения надежности и уровня 
vis -р’>м ih-l,. пришши, чем интегральные схемы [3].

Примером такой функциональной интегральной микросхемы с фотонной связью 
может с}ррШьюс^вжйваЕйай ш  рис.1 простой nepei ночатеяь.

На ряс.2 и рис.З «оказаны структуры и поперечное сечение функционального 
прибора и форма пленок, полученных методом вакуумного испарения. Пленки 
поедедрайтедыю напыляются I па диэлектрическую подложку через маски требуемых, 
конфигураций. Первыми напыляются металлические пленки юлота или алюминия, 
образующие сток 5 и меток 1: Поверх зазора напыляют сначала полупроводник 2, затем 
изолирующую пленку 4 (SIO, SJOi) и. наконец, металлический затвор 3 (обычно All. Для 
цодупроводийкойых пдепок использована трехселеиистая сурьма (SbiSe? ), Толщина 
пленки SbjSej, получаемой косым напылением, не превышает S мкм и состоит из зерен 
размерами от 0,1 до 1мкм. В качестве диэлектрической подложки использован

j | . £™——*
4 Г7----- * I  | АФШ п  Ви*оа
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полированный плавленый кварц или мо н а к ри сталл и ч ескн й сапфир, так как они имеют 
весьма однородную поверхность.

Удельное сопротивление получаемой 
пленки HbjSej составляет 10 Ом-см. 
Функциональный прибор тонкопленочного 
исполнения при входном сопротивлении 
более 1 ( f  Ом и шунтирующей емкости: 59 
пФ имеют скорость переключения около 4  
н а н осек. Механ и чес кое еоеди не н не 
бескориусиого светодиода У-18.Д (GaAs) 
рис 2(6) и диэлектрической подложки 
осуществлялось с помощью эпоксидной 
смолы Э-6. Конструкция обеспечивает 
сопротивление утечке па выходе 

Рис.З. Поперечное сечение структуры функциональною приоора НС меньше 10 
фуикпноишшюй микросхемы и форма пленок в Ом |4{,
плане. АФН- пленки трехселеннстой

сурьмы получены термическим не парением в вакууме JO"' top. Температура подложки 
20О>30(РС. угол осаждения -45°. При освещении пленки SbjSej от ивжекционного 
излучателя У-ISA генерируемое фотонапряжение достигает 600В, Изменяя 
освещенность светодиода можно регулировать фотонапряжение, на широких пределах 
(0-5-1 кВ). Диэлектрические, м стаи личес кие слои, а также присоединение выводов пайкой, 
герметизация микросхем выполнялись по вакуумной технологии.
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ТЕСКАРИ БИНОМИАЛ ТАКСИМОТШ ШГ ВАРИАЦИЯ Б?ЙИЧА ЭРЛАНГ
ТАКСИМОТИГАЯК1ШЛАШИ11Ш

Юсупова А.К.. Ахмаджонова М.

Ушбу мещолада тескари - биномиал тацеимотнинг вариация буйта Эрланг 
ттстютига щшишшиши ургаиияган.

В этой статье изучается сходимость отрицательно ~ биномиального 
рш пределами* по вариации к распределению Эрланга.

In this article we study the convergence in variation o f  the negative binomial distribution 
to the Erlanger distribution.

is -
Эхтимоллар назарияси фанида учлуксиз таксимотлар. айн икса нормал таксимотхар

томоняама ^рганилган. Тадбикий ахамиягн катга булишигн карамай. баьзи дискрет 
такенмотлар. жу.младап, гес кари-биномиал гакенмт етарлича чар томсуидама 
|ршдалмаган. Тескари биномиал гаксимот асимптотик хусусияти Аренбаев U.K. (Jj
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